
1970年 化合物半導体の製造を開始

当社は、様々な優れた特性を持つ化合物半導体にいち早く注

目し、製造を開始しました。光通信用の発光素子や、携帯電

話やPHSなどの移動体通信IC・FETなど、情報化時代を支え

るのに不可欠な材料であり、今後も大きな需要の伸びが予想

されています。また2003年には、長年にわたり培ってきた化

合物半導体の開発製造のノウハウをベースに、世界で初めて

窒化ガリウム(GaN)基板の量産を開始しました。

住友電工での化合物半導体の研究は、世の中でまだゲルマニウムが主であった1961年にシリコンの次

の世代の半導体を目指して開始されました。化合物半導体としてはガリウムヒ素を初めとしてインジウム
アンチモンやインジウム燐等、Ⅲ－Ⅴ族の材料が将来有望として開発が進められました。その後インジウ
ム燐をベースとして光通信用レーザ等の機能デバイスから、これを用いた光電変換モジュール、通信シス
テムへと製品化が進められました。今回は光通信システムのキーデバイスである半導体レーザと受光素
子について紹介したいと思います。

光通信システムを支える光デバイス
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１．住友電工の事業内容 2．化合物半導体の用途

4．住友電工の光ネットワーク関連製品群

5．GE-PON機器 6．材料からデバイス、システムへ

3．住友電工の化合物半導体基板事業の歴史


